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(57)  약

본  치  어  드 가   다 드 어 가  하  에  GIP(Gate In

Panel)  상에  어, 상, 하   합착 시, 치  어  라우  에 크랙  생하는

것  지할  는 치  내    시 치에 한 것 , 막 트랜지     다

드  포함하는   다 드 어   GIP 가  하  ; 착층  통해 상  하  

과 향 합착 ,  1,  2  극  포함하는 치  어 가  상  ;  도   물

질  통해 상  치  어  상   1,  2  극과 도  상  GIP  상에  라우

  포함한다.

  도 - 도1
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청

청 항 1 

막 트랜지     다 드  포함하는   다 드 어   GIP 가  하

;

착층  통해 상  하  과 향 합착 ,  1,  2  극  포함하는 치  어   측

상   1,  2  극과 연결 , 타측  드    1 라우   포함하는 상  ; 

상  막 트랜지   상  GIP  커 하도  상  하  에 는 평탄층; 

상  평탄층상에 고 도   물질  통해 상  드  는  2 라우   포함하는 것

특징  하는 치  내    다 드 시 치.

청 항 2 

 1 항에 어 ,

상   1 라우   상  착층  가 리  직  첩 는 것  특징  하는 치  내

  다 드 시 치.

청 항 3 

 1 항에 어 ,

상  착층  가 리  상   1 라우  과 첩 는 역에 상  착층  내  향해  

포함하는 것  특징  하는 치  내    다 드 시 치.

청 항 4 

 1 항에 어 ,

상    다 드는 상  막 트랜지    1 극;

상   1 극 상에   층; 

상   층 상에   2 극  포함하는 것  특징  하는 치  내    다 드

시 치.

청 항 5 

 4 항에 어 ,

상   2 라우   상   1 극과 동  층에 는 것  특징  하는 치  내   

 다 드 시 치.

청 항 6 

 4 항에 어 ,

상   2 라우   상   2 극과 동  층에 는 것  특징  하는 치  내   

 다 드 시 치.

청 항 7 

 1 항에 어 ,

상  치  어 는 상  상   상에  브리지 극;
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상  브리지 극  도   연막; 

상  연막 상에 , 상  연막  택  거하여  상  브리지 극과  연결

는  1  극; 

상  연막 상에  상   1  극과 차하도    2  극  포함하는 것  특징

 하는 치  내    다 드 시 치.

청 항 8 

삭

청 항 9 

 1 항에 어 ,

상  도   물질   도  트 또는  도  필  것  특징  하는 치  내

  다 드 시 치. 

청 항 10 

 1 항에 어 ,

상  착층  상  치  어  상    다 드 사 에 삽 는 것  특징  하는 치 

 내    다 드 시 치.

 

   야

본  치  내    다 드 시 치에 한 것 , 라우   단  지하여[0001]

치 과   다 드 어   량  지할  는 치  내    다 드

시 치에 한 것 다.

 경  

근,  공  재결합   층  시키는   휘도가 고 동 압  낮  [0002]

막 가 가능한   다 드 시 치가 차  시 치  고 다. 러한   다 드

시 치에 사람  나 별도   단  통해 치  식하고 에 하여 별도  보  달

할  는 치  가하는 가 늘고 다.

 치    다 드 시 치   에 착하는 애드- (Add-On) 식,  [0003]

다 드 시 치 상에 치  착시키는 - (On-Cell) 식  치    다 드 

시 치 내 에 한 - (In-Cell) 식 등  다.

상  같  -  식    다 드 시 치에 치  내 어 애드- (Add-On) 식  -[0004]

(On-Cell) 식에 비해   다 드 시 치  께가 얇다.

, 치  내    다 드 시 치는   다 드 어 가  하  [0005]

과 치  어 가  상   착층  통해 향 합착 다. 치  어 는 상   상에

  극  포함하 ,  극  라우   통해 상  드 극과 다.

그리고, 상  드 극  도   물질  통해 하   상에  하  드 극과 다. 하[0006]

드 극  연  쇄  (Flexible Printed Circuit Board; FPCB)과 어, 연  쇄  

동 신 가 하  드 극, 도   물질, 상  드 극  통해  극에 가 다.

그런 , 상, 하   합착할 , 라우   착층  가 리  평 향  첩 는 경우, 착층[0007]

  역과 지 않  역  단차  해 라우  에 크랙(Crack)  생한다. 욱 , 

치  내    다 드 시 치는 상, 하  드 극  시키  한 공간  필 하다. 
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에 라, (bezel) 역  가하여 시 역  어든다.

 내

해결하 는 과

본  상  같  문  해결하  한 것 , 치  어  드 가   다 드 어[0008]

가  하  에  GIP(Gate In Panel)  상에  어, 상, 하   합착할 , 라

우  에 크랙(Crack)  생하는 것  지할  는 치  내    시 치  공하는

그  다.

과  해결 단

상  같   달 하  한 본 에  치  내    시 치는 막 트랜지[0009]

   다 드  포함하는   다 드 어   GIP 가  하  ; 착층  통

해 상  하  과 향 합착 ,  1,  2  극  포함하는 치  어   측  상   1,

 2  극과 연결 , 타측  드    1 라우   포함하는 상  ;  도  

물질  통해 상  드  도  상  GIP  상에   2 라우   포함한다.

상   1 라우   상  착층  가 리  직  첩 다.[0010]

상  착층  가 리  상   1 라우  과 첩 는 역에 상  착층  내  향해  [0011]

포함한다.

상    다 드는 상  막 트랜지    1 극; 상   1 극 상에   [0012]

층;  상   층 상에   2 극  포함한다.

상   2 라우   상   1 극과 동  층에 다.[0013]

상   2 라우   상   2 극과 동  층에 다.[0014]

상  치  어 는 상  상   상에  브리지 극; 상  브리지 극  도   연막;[0015]

 상  연막 상에 , 상  연막  택  거하여  상  브리지 극과  연

결 는  1  극;  상  연막 상에  상   1  극과 차하도    2  

극  포함한다.

상  드  상   2 라우   도   물질  통해  다.[0016]

상  도   물질   도  트 또는  도  필 다.[0017]

 과

상  같  본  치  내    시 치는 다 과 같  과가 다.[0018]

첫째,  치  내    다 드 시 치는 라우   착층  가 리  평 [0019]

향  첩 는 경우, 착층   역과 지 않  역  단차  해 라우  에 크랙  생

한다. 그러나, 본  치  내    다 드 시 치는 상  에   1 라우

 착층  가 리  직  첩 , 특히, 착층  가 리   1 라우  과 첩 는 

역에  어,  1 라우  과 착층  첩 라도,  1 라우  에 크랙  생하는 것  

지할  다.

째, 하   상에  GIP 에 는 역에  2 라우   하고 상  에 [0020]

드   2 라우   시키므 , 시 역  가시킬  다.

도  간단한 

도 1  본  치  내    다 드 시 치  단 도 다.[0021]

도 2a  도 2b는 본  치  어 가  상   평 도 다.

도 3  도 2a  Ⅰ-Ⅰ'  단 도 다.
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 실시하  한 체  내

하, 본  치  내    시 치  첨  도  참 하여 상 히 하  다 과 같[0022]

다.

도 1  본  치  내    다 드 시 치  단 도 다.[0023]

도 1과 같 , 본  치  내    다 드 시 치는   다 드 어 가 [0024]

 하  (110)과 치  어 (120a)가  상  (120)  착층(130)  통해 향 합착 다.

 ,  치  어 (120a)  동시키  한 연  쇄  (Flexible  Printed  Circuit  Board;

FPCB)(300)  하  (110)에 , 연  쇄  (300)에는   다 드 어  동하

 한 타  컨트 러, 원 공  등   어 다.

체 , 하  (100)  시 역에는 복  개  게 트 과   차하여 복  개  [0025]

역  다. 그리고,  역마다 막 트랜지   막 트랜지     다 드

(115)  포함하는   다 드 어 가 다.

막 트랜지 는 게 트 극(110a), 게 트 연막(111), 도체층(112),  극(113a)  드  극[0026]

(113b)  포함한다.  , 막 트랜지 는 도체층(112)  IGZO(Indium Galium Zinc Oxide), ZnO(Zinc

Oxide), TiO(Titanium Oxide)등  산 물  사 하는 산 물 막 트랜지 (Oxide TFT), 도체층(112)

물  사 하는  막 트랜지 (Organic TFT), 도체층(112)  비 질 실리  해 막 트랜

지   하는 비 질 실리  막 트랜지 (Amorphous Silicon TFT)  도체층(112)  다결

실리  해 막 트랜지   하는 다결  실리  막 트랜지 (Poly Silicon TFT)  도

다.

또한, 도 에 는  게 트(Bottom gate)  막 트랜지  도시하 나, 막 트랜지 는 탑 게[0027]

트(Top gate)   도 다.

그리고, 하  (110)  비 시 역에는 게 트 에  신  가하는 게 트 드라 가 게 트[0028]

 (Gate In Panel, 하, GIP) 태  다. GIP (110b)는 시 역  측 또는 양측에 비

다.

상  같  막 트랜지   GIP (110b)  도  평탄 층(114)  어, 막 트랜지  GIP[0029]

(110B)  상  평탄 한다. 그리고, 평탄 층(114) 상에   다 드(115)가 다. 

 다 드(115)는 차  층   1 극(115a),  층(115b)   2 극(115c)  포함하 , 

한   다 드(115)는 크 연막(117)  통해 다.

 ,   다 드(115)는  층(115b)에  생   하  (110)  통해 는 [0030]

 거나,  층(115b)에  생   상  (120)  통해 는     

다.  들어,   다 드(115)가    경우,  1 극(115a)  틴 사 드(Tin Oxide:

TO), 듐 틴 사 드(Indium Tin Oxide: ITO), 듐 징크 사 드(Indium Zinc Oxide: IZO), 듐 틴 징크

사 드(Indium Tin Zinc Oxide: ITZO) 등과 같   도  물질  고,  2 극(115c)  알루미늄

(Al)과 같  사   물질  다. ,   다 드(115)가    경우,  1

극(115a)  사   물질  고,  2 극(115c)   도  물질  다.

특히, 하  (110)  상에  GIP  (110b)에 도 , 평탄 층(114) 상에   다 드[0031]

(115)   1 극(115a)과 동  물질    2 라우  (116)  비 다. 도시하지는 않았 나, 상

 같   2 라우  (116)  연  쇄  (300)과 다.

그리고, 상  같    다 드(115)  도  보 막(118)  다. 보 막(118)  SiOx, SiNx,[0032]

SiC,  SiON,  SiOC,  SiONC   a-C(Amorphous  Cabon)  등과  같  무  연  물질과  아크릴 트,  에폭시계

폴리 , 미드계 폴리  등과 같   연 물질  다. 보 막(118)  포함하는 하  (110)과 상

 (120)  착층(130)  통해 향 합착 다.

상  (120)에는 치  어 (120a)가 어, 체나 타 러  같  도 체가 상  (120)[0033]

치할  생 는 커 시  변  감지하여, 변 에 상 하도    다 드 어 가 동 다.

도 2a  도 2b는 본  치  어 가  상   평 도 , 도 3  도 2a  Ⅰ-Ⅰ'  단[0034]
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도 다.

도 2a, 도 2b  도 3과 같 , 치  어 는 상  (120) 상에  브리지 극(121), 연막(122)[0035]

상에  연막(122)  택  거하여  브리지 극(121)과 는  1  극(123a)

 한  1  극(123a) 사 에 어  1  극(123a)과 차하는  2  극(123b)  포

함하 ,  1  극(123a)   2  극(123b)   1 라우  (150)과 연결 다.

체 , 브리지 극(121)  상  (120) 상에  향  복  개 어, 한  1  극[0036]

(123a)   연결한다.  브리지  극(121),   1,   2   극(123a,  123b)  ITO(Indium  Tin

Oxide), IZO(Indium zinc Oxide), ITZO(Indium Tin Zinc Oxide) 등과 같   도  물질  다. 그리

고, 연막(122)  한  물질  다.

 1 라우  (150)  항  재질  ,  1 라우  (150)  끝단  드 (140)  [0037]

다. 드 (140)는 하  (110)  연  쇄  (300)  동 신   1  극(123a)   2

 극(123b)  달하  한 것 다.

특히, 상  같  드 (140)는 하  (110)   2 라우  (116)   끝단과 는 치에 [0038]

, 체 , 드 (140)는 GIP (110b)에 는 역에 다. 그리고, 드 (140)는 도

  물질(200)  통해  2 라우  (116)과 다.  , 도   물질(200)   도  

트(Anisotropic Conductive Paste; ACP),  도  필 (Anisotropic Conductive Film; ACF) 등과 같

물질 다.

체 ,  치  내    다 드 시 치는 치  어   극  라우[0039]

  통해 상  드 극과 다. 그리고, 상  드 극과 는 치  하   상에 하

드 극  하여, 상  드 극과 하  드 극  도   물질  통해  다.

그런 ,  경우, 상, 하   합착할 , 라우   착층  가 리  평 향  첩 는 경[0040]

우, 착층   역과 지 않  역  단차  해 라우  에 크랙  생한다. 욱 , 

 치  내    다 드 시 치는 상, 하  드 극  시키  한 공간  필 하

다. 에 라, (bezel) 역  가하여 시 역  어든다.

라 , 본  치  내    다 드 시 치는 상  드 극과 하  드 극  [0041]

시키  한 공간  가  비하지 않고, 하   상에  GIP (110b)에 는 역에 

2 라우  (116)  한다. 그리고,  2 라우  (116)과 상  (120)에  드 (140)  

시킨다.

 2 라우  (116)    다 드(115)   1 극(115a)과 같 , 막 트랜지   GIP [0042]

(110b)  도  하  (110)에  평탄 층(114) 상에 다. 또한, 도시하지는 않았 나,  2 라

우  (116)    다 드(115)   2 극(115c)과 동  물질   도 다.  경우,  2

라우  (116)  평탄 층(114) 상에 거나, 크 연막(117) 상에   다.

특히, 상  (120)에   1 라우  (150)  착층(130)  가 리  직  첩 어, 상, 하[0043]

 (120, 110)  합착할 , 착층(130)  가 리에   1 라우  (150)에 크랙  생하는 것

지할  다.

욱 , 도 2b  같 , 착층(130)  가 리   1 라우  (150)과 첩 는 역에는 착층(130)[0044]

내  향해 (130a)  다. (130a)  어도 하나 상   1 라우  (150)에 도  

다. ,  1 라우  (150)  (130a) 내  삽  므 , 착층(130)  사 에 고 상  

(120)과 하  (110)  합착할 , 착층(130)  단차에 해  1 라우  (150)에 크랙  생하는 것

 지할  다.

특히, 하  (110)과 상  (120)  폴리 미드(Polyimide; PI)  같  플라 틱  경우, 치 [0045]

 내    다 드 시 치는 연  가질  다.

상에  한 본  상 한 실시   첨  도 에 한 는 것  아니고, 본   사상[0046]

어나지 않는  내에  여러 가지 치 , 변   변경  가능하다는 것  본  하는 야에

통상  지식  가진 에게 어 할 것 다.
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100: 하  110a: 게 트 극[0047]

110b: GIP 110: 게 트 연막

112: 도체층 113a, 113b: , 드  극

114: 평탄 막 115a:  1 극

115b:  층 115c:  2 극

115:   다 드 116:  2 라우  

117: 크 연막 118: 보 막

120a: 치  어 121: 브리지 극

122: 연막 123a:  1  극

123b:  2  극 130: 착층

140: 드 150:  1 라우  

200: 도   물질 300: 연  쇄  

도

도 1
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도 2a

도 2b

도 3
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